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【はじめに】 自己組織化単分子膜(SAM)はアルミナとの複合膜として有機トランジスタのゲー

ト絶縁膜に利用されている。我々はフッ素化アルキル基を有するシロール系 SAM(FSAM)を ITO

に形成し、有機 EL 素子の正孔注入層として利用すると、低駆動化、素子の安定化に有効である

ことを報告してきた[1,2]。正孔注入層として実用上は塗布型高分子、研究上は銅フタロシアニン

(CuPc)がよく用いられる。ところが CuPc は粗い ITO 電極上では成膜時に電気的な欠陥が生じる可

能性が高く、しばしばリーク電流が認められる。一方、FSAM はほぼモノレイヤーと考えられる

が、リーク電流はほとんど認められない。本発表では、こうした短絡阻止効果について報告する。 

【実験結果】図 1は ITO/FSAM/NPD:MoOx(d nm)/Alの 0V 付近の立ち上がりを拡大した電流密度-

電圧特性である。正孔輸送材料 NPDと酸化モリブデンをモル比 1:1で共蒸着した混合膜は導電性

が良いため、ITO 電極に直接成膜させるとリーク電流が発生してしまい電流測定が困難である。

NPD 単層膜では FSAM を形成した ITO 電極を利用した場合には、ほぼ空間電荷制限電流(SCLC)

としてみなせるが、ITO単独では注入に影響を受けた電流特性となり完全な SCLCとはならない。 

NPD:MoOx 混合膜はほぼオーミックな電流特性で

あるが、膜厚によらず電流カーブの傾きは一定であ

るが図 1のように必ずしも原点は通らない。それぞ

れの電流を外挿すると 0.07Vとなる。通常アルキル

基は絶縁性であるので、電導にはネガティブに作用

する。FSAM を利用した有機 EL 素子などでは駆動

電圧が高いので、この影響が小さいと考えられる。 

この0.07Vという電圧は絶縁層としてのFSAMを電 

 子がトンネルするのに必要な電圧と考えられる。  

同様に多結晶質な薄膜においても電気的な短絡を

阻止するのに FSAMを利用することが大変有用であることが示唆された。 
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図 1 NPD:MoOx 混合膜の電流-電圧特性 
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